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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
(54) Bezeichnung: Verfahren zum Herstellen einer Lotstopp-Anordnung 



(57) Zusammenfassung: Der Erfindung, die ein Verfahren 
zum Herstellen einer Lotstopp-Anordnung fur 3-D-Struktu- 
ren auf Wafern durch Abscheiden einer Seed-Layer auf 
dem Wafer und Ausfuhren einer Lithografie mit einem Re- 
sist zum Strukturieren einer Reroute Layer von jedem 
Bondpad zu der zugehorigen 3-D-Struktur sowie anschlie- 
liendem Reroute Playting durch Abscheiden einer Ni- 
ckel-Kupferschicht auf dem Seed Layer betrifft, liegt die 
Aufgabe zugrunde, ein einfach zu realisierendes Verfahren 
zum Herstellen einer Lotstopp-Anordnung zu schaffen, mit 
dem die elektrischen und mechanischen Eigenschaften der 
3-D-Strukturen verbessert werden. Dies wird dadurch ge- 
lost, dass der Wafer mit einer niedrigviskosen Beschich- 
tung aus einem organischen Material versehen wird, wel- 




che die Spitze der 3-D-Struktur ausspart und ausschlielilich 
auf der Spitze der 3-D-Struktur eine Au-Schicht abgeschie- 
den wird. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her- 
stellen einer Lotstopp-Anordnung fur 3-D Strukturen 
auf Wafern, durch Abscheiden einer Seed Layer auf 
dem Wafer und Ausfiihren einer Lithographie mit ei- 
nem Resist zum Strukturieren einer Reroute Layer 
von jedem Bond Pad zu der zugehorigen 3-D Struk- 
tur, sowie anschlieliendem Reroute Plating durch Ab- 
scheiden einer Ni/Cu-Schicht auf der Seed Layer. 
[0002] Die Herstellung derartiger 3-D Strukturen, 
die einerseits eine elektrische Verbindung zwischen 
einem Bondpad auf einem Wafer und andererseits 
eine elektrische und mechanische Verbindung zwi- 
schen dem Wafer und einer Anschlussflache auf ei- 
ner gedruckten Leiterplatte ermogiichen, ist relativ 
aufwandig und erfordert mehrere Photolithographi- 
sche Prozessschritte. D.h. Beschichten mit einem 
Photoresist, Belichten und Entwickeln des Photore- 
sists, sowie nachfolgende Beschichtung mit einer 
Metallschicht, Strippen des Photoresists sowie mehr- 
fache Wiederholung dieser Prozessschritte, wie spa- 
ter in einem Schema prinzipiell dargestellt. 
[0003] So wird bei den praktisch angewendeten 
Verfahren die notwendige Strukturierung der Reroute 
Layer (Umverdrahtung) durch einen lithographischen 
Prozess realisiert. Die Strukturierung der Funktionse- 
lemente erfolgt hier dadurch, dass nach der Abschei- 
dung der Seed Layer (Keimschicht) und der 
Cu/Ni-Schicht der Reroute Layer das Gold auf der 
gesamten Reroute Layer abgeschieden wird. Nach- 
folgend wird die Goldschicht durch eine Lithographie 
so abgedeckt, dass eine selektive Atzung bzw. Strip- 
pen der nicht erwunschten Bereiche der Goldschicht 
erfolgen kann und zum Schluss nur noch eine Gold- 
schicht auf der der 3-D Struktur ubrig bleibt. 
[0004] Dieses Verfahren lasst sich zusammenge- 
fasst wie folgt darstellen: 

a) Abscheidung der Seed Layer auf dem gesam- 
ten Wafer 

b) EPR1 (Epoxy Photoresist 1): Beschichten und 
Strukturieren der EPR1 Maske (Lithographie 1) 

c) Reroute plating, Herstellen der Cu/Ni-Schicht 
auf der Seed Layer innerhalb der EPR1 Maske 

d) Beschichten der Reroute Layer mit Au inner- 
halb derEPRI Maske 

e) EPR2 (Epoxy Photoresist 2): Beschichten und 
Strukturieren Der EPR2 Maske (Lithographie 2) 

f) selektives Atzen der Au-Schicht innerhalb der 
EPR2 Maske (Nassatzen Oder Abtragen/Strip- 
pen) 

[0005] Dabei dient die Seed Layer als Haftschicht 
fur die Cu-Schicht und diese ihrerseits als Haftschicht 
fur die Ni-Schicht. Da die Au-Schicht nicht oxidieren 
kann, dient sie ihrerseits als sichere Haftschicht fur 
ein Lotmaterial, urn die 3-D Struktur mit einer An- 
schlussflache einer gedruckten Leiterplatte zu ver- 
binden, die ublicherweise aus Cu besteht. Dieses 
Verfahren zur Begrenzung der Goldschicht auf der 



Spitze der 3-D Struktur ist allerdings recht aufwandig. 
[0006] Das erfolgt beispielsweise dadurch, dass 
samtliche Spitzen der 3-D Struktur auf dem Wafer, 
oder samtliche Kontaktflachen auf der gedruckten 
Leiterplatte jewei Is mit einem Lotkugelchen versehen 
werden, anschliefcend das Wafer prazise auf der ge- 
druckten Leiterplatte (PCB) positioniert wird und 
dann samtliche Lotkugelchen gleichzeitig aufge- 
schmolzen werden, urn die gewunschten Verbindun- 
gen herzustellen. 

[0007] Urn eine sichere Verbindung zwischen der 
Cu-Schicht der Anschlussflache herzustellen, muss 
das Lotmaterial ein Flussmittel enthalten, welches 
wahrend des Lotprozesses frei wird. Fur die Verbin- 
dung mit der Au-Schicht der Reroute Layer ist das 
Flussmittel nicht notwendig. 

[0008] Es hat sich jedoch gezeigt, dass die 
Au-Schicht auf der gesamten der Reroute Layer dazu 
fuhrt, dass Soldermaterial der Lotkugelchen wahrend 
des Lotvorganges in einem Lotofen zum Teil von der 
Spitze der 3-D Struktur herunter fliefit und die gesam- 
te, oder wesentliche Teile der Reroute Layer bedeckt. 
Die Folge ist, dass die Materialmenge zwischen der 
Kontaktflache auf der gedruckten Leiterplatte und der 
Spitze der 3-D Struktur abnimmt und dadurch die 
elektrischen und mechanischen Eigenschaften ver- 
schlechtert werden. (Fig. 1) 

[0009] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu- 
grunde, ein einfach zu realisierendes Verfahren zum 
Herstellen einer Lotstopp-Anordnung zu schaffen, mit 
dem die Nachteile des Standes der Technik vermie- 
den werden konnen. 

[001 0] Die der Erfindung zugrunde Liegende Aufga- 
benstellung wird bei einem Verfahren der eingangs 
genannten Art dadurch gelost, dass das Wafer mit ei- 
ner niedrigviskosen Beschichtung aus einem organi- 
schen Material versehen wird, welche die Spitze der 
3-D Struktur ausspart und dass anschlieGend auf der 
Spitze der 3-D Struktur mit eine Au-Schicht abge- 
schieden wird. 

[0011] Durch dieses besonders einfach zu realisie- 
rende Verfahren wird ein wirksamer Solder Stop er- 
reicht, so dass die Ausbreitung von Solder Material 
entlang der Reroute Layer wirksam verhindert wer- 
den kann. Durch die Erfindung wird eine Lithografie- 
ebene vollkommen eingespart Es ist nicht mehr er- 
forderlich, die Au-Schicht mittels einer lithografischen 
Maske von den Leitbahnen zu atzen. Eine erhebliche 
Zeit- und Kosteneinsparung ist die Folge. Der Solder 
Stop wird jetzt durch die Begrenzung der Au-Schicht 
auf die Spitze der 3-D Struktur realisiert. 
[0012] In weiterer Fortfuhrung der Erfindung wird 
die Beschichtung aus einem Polymer hergestellt 
wird, wobei der Schichtauftrag auf einfache Weise 
durch Dispensen, oder Drucken erfolgen kann. Der 
Schichtauftrag kann auch durch Spruhen besonders 
schnell und gleichmaliig vorgenommen werden. 
[0013] Weiterhin ist fur die Herstellung der Be- 
schichtung auf dem Wafer ein niedrigviskoser Resist 
geeignet. 
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[0014] Anstelle des Resists kann fur die Herstellung 
der Beschichtung auch ein niedrigviskoser Lack ver- 
wendet werden. 

[001 5] Um die Verteilung der Beschichtung und ins- 
besondere das Herabflielien der Beschichtung von 
den 3-D Strukturen auf dem Wafer zu beschleunigen, 
kann der Wafer wahrend dieses Vorganges auf eine 
vorgegebene Temperatur erwarmt werden. 
[001 6] Anstelle der direkten Erwarmung des Wafers 
kann die Herstellung der Beschichtung auf dem Wa- 
fer auch bei einer erhohten Umgebungstemperatur 
vorgenommen werden, was beispielsweise mit einer 
Strahlungsheizung moglich ist, welche die Oberfla- 
che des Wafers und/oder die Umgebung erwarmt. 
[0017] Alternativ oder zusatzlich konnen zumindest 
die 3-D Strukturen vordem Herstellen der Beschich- 
tung mit einem Benetzungsmittel behandelt werden, 
wodurch das Herabfliefcen der Beschichtung von der 
3-D Struktur erleichtert wird. 
[0018] Um sicherzustellen, dass nach dem Herstel- 
lung der Beschichtung keinerlei Ruckstande auf der 
3-D Struktur vorhanden sind, kann nach der Herstel- 
lung der Beschichtung auf dem Wafer ein Vera- 
schungsschritt durchgefuhrt werden, der auf die Spit- 
zen der 3-D Strukturen begrenzt ist. 
[0019] Schlie&lich kann die Beschichtung auf dem 
Wafer nach der Herstellung der Au-Schicht auf der 
3-D Struktur nasschemisch oder durch Strippen ent- 
fernt werden, so dass eventuell erforderliche weitere 
Bearbeitungsvorgange des Wafers nicht behindert 
werden. 

[0020] Das beschriebene Verfahren ist selbstver- 
standlich nicht nur auf das Herstellen einer Lot- 
stop-Anordnung auf 3-D Strukturen begrenzt, son- 
dern kann auch in anderen Fallen eingesetzt werden, 
in denen die Spitzen einer Topologie z. B, fur Be- 
schichtungs- oder Riickatzprozesse freigelegt wer- 
den mussen. 

[0021] Die Erfindung soil nachfolgend an einem 
Ausfuhrungsbeispiel naher erlautert werden. In den 
zugehorigen Zeichnungen zeigen: 
[0022] Fig. 1: eine schematische Darstellung einer 
nach dem Stand der Technik realisierten Lotverbin- 
dung zwischen einer 3-D Struktur auf einem Wafer 
und einem PCB; 

[0023] Fig. 2: eine schematische Darstellung einer 
mit dem erfindungsgemafien Verfahren realisierten 
Verbindung zwischen einer 3-D Struktur auf einem 
Wafer und einem PCB; 

[0024] Fig. 3: eine 3-D Struktur nach dem Herstel- 
len der Reroute Layer durch Beschichten der Seed 
Layer mit einer Ni- und daruber mit einer Cu-Schicht; 
[0025] Fig. 4; die Anordnung nach Fig. 3 nach dem 
Herstellen einer Beschichtung aus einem Resist oder 
Polymer; 

[0026] Fig. 5: die Anordnung nach Fig. 4 nach dem 
Aufbringen einer Au-Schicht auf der 3-D Struktur; und 
[0027] Fig. 6: die Anordnung nach Fig. 5 nach dem 
Entfernen des Resists oder Polymers. 
[0028] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung 



einer nach dem erfindungsgernaRen Verfahren her- 
gestellten 3-D Struktur und einer zwischen der 3-D 
Struktur 1 auf einem Wafer 2 und einem PCB 3 her- 
gestellten Lotverbindung 4. Die Lotverbindung 4 ist 
hier mit maximal moglicher Lotmenge hergestellt 
worden, so dass bestmdgliche elektrische und me- 
chanische Eigenschaften der Lotverbindung 4 er- 
reicht werden. 

[0029] Erreicht wird dies dadurch, dass die fur die 
elektrische und mechanische Verbindung mit dem 
Lotmaterial erforderliche Au-Schicht 5 nur auf der 
Spitze der 3-D Struktur 1 abgeschieden worden ist. 
Die von der Spitze der 3-D Struktur 1 herabfuhrende 
Reroute Layer 6 besteht aus einer Cu-Schicht 7, die 
unmittelbar auf der Seed Layer 8 abgeschieden wor- 
den ist und einer daruber befindlichen Ni-Schicht 9, 
welche die Cu-Schicht 7 vor Korrosion schutzen soil. 
Da die Ni-Schicht 9 durch das Lotmaterial nicht be- 
netzbar ist, wird das Herabflieften des Lotmateriales 
von der 3-D Struktur 1 wahrend des Lotprozesses si- 
cher verhlndert. 

[0030] Aus den Fig. 3 bis 6 ist das erfindungsgema- 
fte Verfahren zur Herstellung einer Lotstopp-Anord- 
nung dargestellt. Ausgangspunkt ist hier ein Wafer 2 
mit einer 3-D Struktur 1 und einer Reroute Layer 6 
aus einer auf der Seed Layer 8 aufgebrachten 
Cu-Schicht 7 und einer daruber befindlichen 
Ni-Schicht 9 (Fig. 3). 

[0031] Anschlieliend wird das Wafer 2 mit einer 
niedrigviskosen Beschichtung 10 aus einem organi- 
schen Material versehen, welche die Spitze der 3-D 
Struktur 1 ausspart. Die Beschichtung 10 kann aus 
einem Polymer, z.B. einem niedrigviskosen Resist, 
hergestellt werden, wobei der Schichtauftrag Dispen- 
se^ Drucken oder auch Spruhen erfolgen kann. Wei- 
terhin ist fur die Herstellung der Beschichtung auf 
dem Wafer ein niedrigviskoser Resist geeignet. 
[0032] Um die Verteilung der Beschichtung 10 und 
insbesondere das Herabflielien der Beschichtung 10 
von den 3-D Strukturen auf dem Wafer 2 zu be- 
schleunigen, kann das Wafer 2 wahrend dieses Vor- 
ganges leicht erwarmt werden. 
[0033] Anstelle der direkten Erwarmung des Wafers 
2 kann die Herstellung der Beschichtung 10 auf dem 
Wafer auch bei einer erhohten Umgebungstempera- 
tur vorgenommen werden, was beispielsweise mit ei- 
ner Strahlungsheizung moglich ist, welche die Ober- 
flache des Wafers 2 und/oder dessen Umgebung er- 
warmt. 

[0034] Schlielilich kann zur Verbesserung des Her- 
abfliefSens ein Benetzungsmittel verwendet werden, 
mit dem zumindest die 3-D Strukturen vor dem Her- 
stellen der Beschichtung 10 mit einem Benetzungs- 
mittel behandelt werden. 

[0035] Um sicherzustellen, dass nach dem Herstel- 
lung der Beschichtung 10 keinerlei Ruckstande auf 
der 3-D Struktur 1 zuruckgeblieben sind, kann an- 
schliefiend ein Veraschungsschritt durchgefuhrt wer- 
den, der auf die Spitzen der 3-D Strukturen 1 be- 
grenzt ist. 
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[0036] Nachdem die Beschichtung 10 aufgebracht 
worden ist, kann die Au-Schicht 5 auf der Spitze der 
3-D Struktur 1 wie ublich abgeschieden werden 
(Fig. 5). 

[0037] SchliefJIich kann die Beschichtung 10 auf 
dem Wafer 2 nach der Herstellung der Au-Schicht 5 
auf der 3-D Struktur 1 nasschemisch oder durch 
Strippen entfernt werden, so dass eventuell erforder- 
liche weitere Bearbeitungsvorgange des Wafers 1 
nicht behindert werden. 

[0038] Das beschriebene Verfahren ist selbstver- 
standlich nicht nur auf das Herstellen einer Lot- 
stop-Anordnung auf 3-D Strukturen 1 begrenzt, son- 
dern kann auch in anderen Fallen eingesetzt werden, 
in denen die Spitzen einer Topologie z. B, fur Be- 
schichtungs- oder Ruckatzprozesse freigelegt wer- 
den mussen. 

Bezugszeichenliste 



1 


3-D Struktur 


2 


Wafer 


3 


PCB 


4 


Lotverbindung 


5 


Au-Schicht 


6 


Reroute Layer 


7 


Cu-Schicht 


8 


Seed Layer 


9 


Ni-Schicht 


10 


Beschichtung 



Patentanspruche 

1. Verfahren zum Herstellen einer L6tstopp-An- 
ordnung fur 3-D, Strukturen auf Wafern, durch Ab- 
scheiden einer Seed Layer auf dem Wafer und Aus- 
fuhren eines Lithographieschrittes mit einem Resist 
zum Strukturieren einer Reroute Layer von jedem 
Bond Pad zu der zugehorigen 3-D Struktur, sowie an- 
schlieliendes Reroute Plating durch Abscheiden ei- 
ner Ni/Cu-Schicht auf der Seed Layer, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass das Wafer (2) mit einer niedrig- 
viskosen Beschichtung (10) aus einem organischen 
Material versehen wird, welche die Spitze der 3-D 
Struktur (1) ausspart und dass anschlieliend auf der 
Spitze der 3-D Struktur (1) eine Au-Schicht (5) abge- 
schieden wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Beschichtung (10) aus einem Po- 
lymer hergestellt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Herstellung der Beschichtung 
(10) durch Dispensen, oder Drucken erfolgt. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Herstellung der Beschichtung 
(10) durch Spruhen vorgenommen wird. 
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5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gkennzeichnet, dass fur die Herstellung der 
Beschichtung (10) auf dem Wafer (2) ein gut fliefifa- 
higer Resist verwendet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gkennzeichnet, dass fur die Herstellung der 
Beschichtung (10) ein Lack verwendet wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gkennzeichnet, dass das Wafer (2) wahrend 
der Herstellung der Beschichtung (10) auf eine vor- 
gegebene Temperatur erwarmt wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gkennzeichnet, dass die Herstellung der Be- 
schichtung (10) auf dem Wafer (2) bei einer erhohten 
Umgebungstemperatur vorgenommen wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 und 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Erwarmung des Wafers (2) 
und/oder der Umgebung durch Strahlungsheizung 
erfolgt 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gkennzeichnet, dass zumindest die 3-D 
Strukturen (1) vor dem Herstellen der Beschichtung 
(10) mit einem Benetzungsmittel behandelt werden. 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 
10, dadurch gkennzeichnet, dass nach der Herstel- 
lung der Beschichtung (10) des Wafers (2) ein Vera- 
schungsschritt der Beschichtung (10) durchgefuhrt 
wird, der auf die Spitzen der 3-D Strukturen (1) be- 
grenzt ist. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gkennzeichnet, dass die Beschichtung (10) 
auf dem Wafer (2) nach der Herstellung der 
Au-Schicht (5) auf der 3-D Struktur (1 ) nasschemisch 
oder durch Strippen entfernt wird. 

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen 



DE 102 58 081 A1 2004.07.08 

Anhangende Zeichnungen 



FIG1 
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FIG 3 




FIG 4 






